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太陽光を利用した光水分解において、窒化物半導体は、その混晶組成により赤外から紫外域の

光を吸収することが可能であるため、光陽極の光吸収層として有望な材料である[1]。これまで我々

は、AlGaN および InGaN 系光陽極を用いた光水分解において、高効率で長寿命な水素・酸素発生

の検討を行ってきた[2]。今回、InGaN 系光陽極の安定性に関し、評価・検討したので報告する。

MOCVD 法により、AlON バッファ付きサファイア基板上に InxGa1-xN/n-GaN/GaN 層構造を成長

した。InxGa1-xN (0<x≤ 0.1)、n-GaN の膜厚はそれぞれ 0.1 µm、2 µm である。助触媒となる NiO は、

成長した試料上に MOD 材料をスピンコートした後、N2 : O2 = 4 : 1 雰囲気において 500 °C、60 分

間、熱処理を行うことで担持した。この試料を光電気化学反応セルの光陽極、白金線を陰極とし

て用いた。電解液は 1 mol/L の NaOH である (Fig. 1）。光源は Xe ランプで、波長 600 nm 以上をカ

ットし、特に紫外域を AM 1.5G のスペクトルに近づけるフィルタを取り付けている。

InGaN 光陽極に上記の光を照射し、光電流の経時変化を測定した (Fig. 2)。照射直後に光電流に

変動はあるが、その後、20 時間程度まで光電流は安定していた。光照射中に、ガスクロマトグラ

フィにより定量した水素と酸素の生成比は 2:1、ファラデー効率は 95%以上であり、ガスの生成量

は光電流値に比例している。光電流は、光照射後に一度上昇するが、時間とともに緩やかに減少

している。この光電流の安定性について、電解液や照射光の照度などの経時変化を考慮し、イン

ピーダンス測定の結果とあわせ議論する。
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Fig. 1. A schematic of the photoelectrochemical cell. Fig. 2. Time dependence of the photocurrent.
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